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Cognome Nome Matricola Firma

Parti svolte: E10 E20 E3O DO

Esercizio 1

Supponendo noti i parametri dei componenti, illustrare il

A procedimento di risoluzione del circuito rappresentato in

figura con il metodo delle tensioni di nodo:
1. indicare quali grandezze vengono scelte come in-

R, Vas R, V, R; cognite del sistema risolvente;
— R C 2. scrivere, con il metodo per ispezione, le espressioni
B J\/\/\f"“’—<]>"—$ D della matrice dei coefficienti e del vettore dei ter-
gv, mini noti del sistema risolvente;
R, § Vg T (ID Rs 3. scrivere le espressioni delle correnti dei resistori in
funzione delle incognite indicate al punto 1;

| | 4. scrivere le espressioni, in funzione delle incognite e

E delle correnti determinate al punto 3, delle potenze
erogate dai generatori.

Ri=10Q
L1:101’1’1H

C; 'L R;=5Q
R;=5Q
iG § R] L] R3 |:| ZC 53::2200 “F

i6(t) = 34/2 cos(ot + w/4) A
o = 1000 rad/s
Zc=3-2Q

Assumendo che il circuito rappresentato in figura sia in condizioni di regime sinusoidale, determinare
1. i parametri del circuito equivalente di Thévenin del bipolo AB racchiuso dalla linea tratteggiata;
2. la potenza disponibile P4 del bipolo AB;

3. lapotenza attiva e reattiva assorbita dall’impedenza Zc.

Esercizio 3

=2Q
Ro=2Q

iL R3:2.Q
C=1F
| L [ T fot=0 %fg_jzljtv

Per t < 0 il circuito ¢ in condizioni di regime stazionario e l’interruttore ¢ chiuso. All’istante t = O si apre
I’interruttore. Determinare 1’espressione di ir(t) per t > 0.
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Domande 1

1. Scrivere ’equazione della maglia fondamentale as-
sociata al lato 6

—— albero
2. Scrivere I’equazione del taglio fondamentale asso- % ~ [ ~ [ =~ [ . coalbero
ciato al lato 4
I R R i
3. Determinare 1’elemento r> della matrice di resisten-
za del doppio bipolo rappresentato nella figura. i
(2 punti)
Vi R ol V2

r12 1

4. In condizioni di regime sinusoidale I; e I, sono in fase
tra loro se i bipoli 1 e 2 sono I I

O due resistori 1 Vg (ID T 2
O due induttori
O un condensatore e un induttore

5. Si consideri un bipolo RLC serie in condizioni di regime sinusoidale. Se la corrente del bipolo ¢ sfasata in an-
ticipo rispetto alla tensione la frequenza

O & minore della frequenza di risonanza
O coincide con la frequenza di risonanza
O ¢ maggiore della frequenza di risonanza

6. Inun circuito dinamico degenere il numero di variabili di stato indipendenti
O ¢ pari al numero di induttori e condensatori
O ¢ minore del numero di induttori e condensatori
O ¢ maggiore del numero di induttori e condensatori

7. 1l fattore di potenza corrisponde al rapporto tra
O potenza attiva e potenza reattiva
O potenza attiva e potenza apparente
O potenza reattiva e potenza apparente
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Esercizio 1
v, Supponendo noti i parametri dei componenti, illustrare il
A — procedimento di risoluzione del circuito rappresentato in
—ANN- J\/\/\,——@— figura con il metodo delle tensioni di nodo:
R, Ry Vg 1. indicgre qua?i grand.ezze vengono scelte come in-
R, cognite del sistema risolvente;
2. scrivere, con il metodo per ispezione, le espressioni
B AN C D della matrice dei coefficienti e del vettore dei ter-
\ mini noti del sistema risolvente;
R, R, 3. scrivere le espressioni delle correnti dei resistori in
VG7T GD gVs § R; funzione delle incognite indicate al punto 1;
| | 4. scrivere le espressioni, in funzione delle incognite e
F: delle correnti determinate al punto 3, delle potenze

erogate dai generatori.

Esercizio 2

.................................................

R, G, <!>T“v1 DZC

C, =100 pF
R,=10Q
C, =100 pF
R;=20Q
L;=20 mH
p=3

iG(t) = 4cos(mt) A
o = 1000 rad/s
Zc=3-jQ

Assumendo che il circuito rappresentato in figura sia in condizioni di regime sinusoidale, determinare
1. iparametri del circuito equivalente di Thévenin del bipolo AB racchiuso dalla linea tratteggiata;

2. la potenza disponibile Py del bipolo AB;

3. la potenza attiva e reattiva assorbita dall’impedenza Zc.

Esercizio 3

Ri=2Q
Ry=20Q
R3=2Q
C=1F
L=4H
Ic=6A

Per t < 0 il circuito ¢ in condizioni di regime stazionario e I’interruttore ¢ nella posizione A. All’istante t=0
I’interruttore si porta nella posizione B. Determinare 1’espressione di ve(t) per t > 0.
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Domande

1.

Scrivere 1’equazione della maglia fondamentale as-
sociata al lato 8

Scrivere 1’equazione del taglio fondamentale asso-
ciato al lato 7

Determinare 1’elemento r2; della matrice di resisten-
za del doppio bipolo rappresentato nella figura.
(2 punti)

121

In condizioni di regime sinusoidale V; e V, sono in
opposizione di fase se i bipoli 1 e 2 sono

O un resistore e un induttore
O wun condensatore e un induttore
O un resistore e un condensatore

11 fattore di potenza corrisponde al rapporto tra
O potenza attiva e potenza apparente

O potenza reattiva e potenza apparente

O potenza attiva e potenza reattiva

— albero

------ coalbero

Si consideri un bipolo RLC parallelo in condizioni di regime sinusoidale. Se la corrente del bipolo ¢ sfasata in

anticipo rispetto alla tensione la frequenza
O ¢ minore della frequenza di risonanza
O coincide con la frequenza di risonanza
O ¢ maggiore della frequenza di risonanza

In un circuito dinamico degenere il numero di variabili di stato indipendenti

O ¢é minore del numero di induttori e condensatori
O ¢é pari al numero di induttori e condensatori

O ¢ maggiore del numero di induttori e condensatori



